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分 别 限 制 异 质 结 半 导 体 激 光 器

王向武 张兴德 任大草 王 玲

(长春光学精密机械学院 )

研制成功分别限制异质结 (s c H ) 激光器在2
.

5、3倍阅位时
,

单向特 出峰值功

率为8、 1 3w
,

垂直于结平 面方向和平行于结平 面方向的全宽度丰功率束发衰 为0 垂

= 1 5
。

、2 2
。 ,

0平 = 1 4、 1 8
。 。

SCH s e m ie o n d u c t o r ! a se r s

w a n g X ia n g w u , Z h a n g X in g d e ,

Re n D a e u i
,

W a n s Lin g

(C h a n g e h u n o p tie s a n d F in e M e e h a n ie s C o lle g e )

A b str a e t

A S CH se m ie o n d u e to r la se r w a s fa b ri e a te d
。

T h e Pe a k Po w e r is s、 1 3

w / fa e e t a t 2
.

5、 3 tim e s o f th r e s h o ld
.

B e a m d iv e r g e n e e i n b o th d ir e e tio n s

a re 2 5
“

、 2 2
“

(o 二) a n d 1 4、 15
。
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, : )

。

近年来
,

高峰值功率半导体激光器在射击模拟
、

制导
、

侧距和引信等各领域中
,

得到愈

来愈广泛的应用
。

为了提高激光器输出功率
,

减小束发散
,

而闽值电流又不增加很快
,

人们
.

_
研制了大光腔 (LO C ) 半导体激光器

。

但是
,

由于L O C激光器结构的不对称性
,

使得远场光

每 场分布产生不对称
,

这样
,

给光学准直系统的设计造成了一定的困难
。

为 了得到对称的远场

光场分布及进一步减小束发散
,

我们在 LO C 激光器的基础上、 研制了分别限制 (s c H ) 异质

给激光器
。

一
、

铃 件 结 两 及 . 件 创 作

S c H激光器的 6 层结构及相对应的禁带宽度和折射率变化如图 1 所示
。

注入载流子大部分被限制在有源层内
,

而光波导由有源层和两个A l
,
G a : 一 ,

A s无像 层 共

同形成
。

采用通常的液相外延工艺生长各层
。

6 层分 别 为
:

( 1 ) n 一
A lx G a : 一 工

A : 限 制 层
,

(x == 0
.

5)
,

掺 T e , n 、 1 x 10 ’. c m 一
, d : = 1、 1

.

5卜m , (2) n 一
A I

,
G a : 一 r

A s 波 导 层
,

.

2 7
.
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1)
,

掺T e , n、 5 x 1 0 ‘’e m
一 ’,

d : ” l 、2林m , (s) P 一
G a A s有源层

,

双掺

Z n 、 5 1 , p 、l x lo ‘’c m 一
,

d : == 0
.

4、 1林m , (4) p 一
A I

,
G a : 一 , A s波导层 (y ” 0

.

0 3、 0
.

2)
,

接伽亏P、2 x 1 0 ‘’e m 一
,

d一 l 、2林m , (5 ) P 一
A l

二

G a : 一 工

A s限制层
,

(x = 0
.

3 )
,

掺o e , 弄

P、 Z x lo ‘ . c m 一
,

d 。 == 1、 1
.

5卜m , ( 6 ) p 十 一
G aA s欧姆接触层

,

掺 G e , P、s x i o ‘. e m 一
,

d 。“ l啤
。

外延起始沮度为860 ℃
,

生长降退速率为。
.

5 ℃/ m in
,
溶液过饱和度为5、10 ℃

。

外

延片制成后
,

经镶金
、

合金
,

最后解理
、

健合
。
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( a )

图 z (a )

(b、

SC妞傲光器 6 层给 构 ,

禁带宽度 , (。)折扮率

图2 s CH 漱光器的发封 光语

二
、

. 件 特 性

1
。

伏安特性

和LO c激光器相近
,

sc H减光器的正向导通电压为1
.

2、1
.

sv
,

反向击穿 电 压 为 1 3、

17节
。

脚值之上侧V
一
I特性算出激光器申联电阻为。

.

5。左右
。

2
。

光讲

留2为用国产4 4w 单色仪所侧的sCH徽光器的典型的发射光谱图
。

峰 值波长为9 010 孟
,

落残半宽△孟“4五
。

3
.

P
一
I特性

室沮下脉冲工作时
,

激光器阂值电流 I
: ‘= 4、7A

,

其密度J 。、, 4 。。。、 8 3。。A /c m . 。

在重

盆级率为 sk。
,

脉冲宽度为2 00 ns 的脉冲电流下
,

2
.

5、3倍时
,

激光器单向输出峰值 功 率 为

8 、 1 3w
。

其突变功率 > 2 5w
。

图3给出了几个样品的P 一 I特性曲线
。

4
。

沮度特性

将待侧样品放入洪箱内
,

侧出每一环境沮度下的P 一
I特性曲线

,

如图 4 所示
,

为 5
一

23. 样

品在2 0 ℃
、

5 0 ℃
、

70 ℃下讨出的P
一

I曲线
。

特征温度 T 。一般为。、1 5 0 ℃
。

5
。

远场分布

.

2 8
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图 5 为典型的S c H 激光器的远场光强分布
。

sc H橄光器沿结 平 面 的 全 宽 度 半 功 率

1乏

,
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,
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图3

5 1 0 1 5 2 0

工作电流 】 ( ^ )

SCH激光器的P 一
I 曲线

。 5 l u 一s 之。

图 4

工作电流 ! ( 人 )

不同温度下 的P
一
I 曲线

(Pw H P ) 束发散和L o C激光器相

近
,

一般0 平二招
“

、1 8
“ ; 而垂直于结

平面的束发散小于功C激光器的
,

一般 e垂二1 5
.

、 2 2
。 ,

最小只有 7
“。

6
。

寿命

用70 ℃的高温球境作加速退化

试脸
,

使激光器输出峰值 功 率 保

万 持 6 w
,

根据阿仑尼斯公 式 外 推

算 出 Sc H 激 光 器 的 室 温 寿 命

> 10 00 h
,

做实际寿命 实 验 的 5 -

31
.

器件在输出峰值功 率 为 S W 下

已工作3 。。h
,

现仍稳定工作
。
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图 5 S c H 激尤器远场光强分布 ( 5
一
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